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OBBIETTIVI CONOSCITIVI RICHIESTI DALLA MATERIA :

Si richiede che gli studenti abbiano raggiunto i seguenti obbiet​tivi per poter accedere alla quinta classe:

1)  conoscenza ed analisi dei principali componenti indicati  nel programma, in particolare la giunzione PN

2) conoscere le problematiche inerenti l'interfacciamento di TTL/CMOS e CMOS/TTL, pilotare un carico tremite porta logica (es.LED) 

3) saper realizzare lo sbroglio di un circuito  sia  manualmente che  al  computer  tramite il  pacchetto  ORCADWIN\LAYOUT,  utilizzando ovviamente gli schemi disegnati in ORCADWIN\CAPTURE

4) saper montare (forare e saldare) i componenti su board

5) minime capacità di progettazione dei circuiti  da realizzare in base  alle conoscenze acquisite durante l'anno nelle materie tecniche

6) capacità di consultazione del manuale

7) saper fare un'analisi dei costi

8) essere in grado di stendere una relazione sulle prove effet​tuate utilizzando WORD. Nella relazione devono essere indicati i calcoli di progetto necessari a dimensionare i vari elementi presenti nel circuito e i criteri in base ai quali sono state fatte particolari scelte di progetto

10) usare un linguaggio tecnico accettabile.
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SEMICONDUTTORI INTRINSECI E DROGATI:

Definizione di corrente di Drift e di Diffusione

Funzionamento della giunzione PN in assenza di polarizzazione  e con polarizzazione diretta o inversa

Effetto Zener ed effetto Valanga

Capacità di giunzione

Andamento delle cariche minoritarie nel punto di giunzione, tempo di recupero inverso: trr

FORMAZIONE DEI MONOCRISTALLI:

Produzione del silicio:

purificazione per via chimica e per via fisica

FORMAZIONE DELLE GIUNZIONI PN:

Giunzioni per diffusione 

Tecnologia planare

Giunzioni per crescita epitassiale

Impianto ionico

Giunzioni metallo semiconduttore:

contatto rettificante e contatto ohmico

FAMIGLIE LOGICHE:

Parametri Famiglie logiche: Immunità al rumore, Ritardo di propagazione, Dissipazione di potenza.

Famiglia TTL :

Sottofamiglie TTL: TTLLS - TTLS - TTL AVANZATE.

Famiglie unipolari CMOS: 

Sottofamiglie: 4000B - 74C - 74HC - 74HCT - 74AC - 74ACT.

Norme di impiego: Famiglia TTL e CMOS.

Interfacciamento fra porte TTL e CMOS e viceversa.

Schema elettrico della Fam. TTLSTD con e senza uscita TOTEM-POLE, spiegazione del funzionamento.

Porte Open-Collector e Three-State

DIODI:

Struttura mesa

Diodi a doppia diffusione (struttura PIN) 

Diodi Zener

Diodi Varactor

Diodi Schottky

TRANSISTOR BIPOLARI A GIUNZIONE: 

Funzionamento di un BJT in configurazione ad emettitore comune in  zona attiva , all'interdizione e in saturazione

Tempi di ON e OFF

Effetto Crowding: geometrie interdigitate 

Fenomeno del Breakdown primario:

fenomeno del punch-through

fenomeno del reach-through

Transistor planari e planari epitassiali a struttura mesa

TRANSISTOR DI POTENZA:

Fenomeno del Breakdown secondario

Struttura a base epitassiale

Struttura a due strati epitassiali

Darlington

TRANSISTOR AD EFFETO DI CAMPO:

JFET: funzionamento e struttura tecnologica

MesFet: struttura tecnologica

SOFTWARE:

ORCADWIN\LAYOUT  - STEP 7

LABORATORIO:

Si è progettato e realizzato come primo circuito: SONDA LOGICA.

Il secondo progetto è stato la realizzazione di un ACCENSIONE DI UN LED QUANDO IN INGRESSO SI PRESENTA UN NUMERO PRIMO.

Come terzo progetto si è realizzato un circuito di SOMMATORE CON VISUALIZZAZIONE.

Di ogni progetto ne è stato realizzato il master, ottenuto nel primo quadrimestre con uno sbroglio manuale e nel secondo quadrimestre con uno sbroglio al computer tramite ORCADWIN\LAYOUT.

A.D.P. :

TITOLO:  ANALISI STORICO -TECNICA DEL PLC

   DESCRIZIONE: Si vogliono analizzare i vari aspetti e necessità che hanno portato ad uno sviluppo così immediato del PLC in campo industriale, per poi passare ad una analisi più tecnica in grado di produrre sia un piccolo manuale del PLC utilizzato in Istituto, sia qualche semplice impianto dimostrativo del suo funzionamento.
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